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CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos bdasicos de teoria de semiconductores: diagrama de bandas, semiconductores intrinsecos y extrinsecos,
concentraciones de portadores, electrostatica de la unién P / N y caracteristica tensién-corriente de la unién P / N.

COMPETENCIAS DE LA TITULACION A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Especificas:

1. Capacidad de utilizar dispositivos semiconductores teniendo en cuenta sus caracteristicas fisicas y sus limitaciones.

2. Capacidad de analizar y evaluar el funcionamiento a nivel fisico de los principales dispositivos y sensores, de las relaciones entre
magnitudes en sus terminales y de sus circuitos equivalentes.

3. Capacidad de relacionar un dispositivo electrénico con su tecnologia de fabricacion y de entender el proceso de diseiio del mismo

Transversales:

4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro mas o
realizando tareas de direccion, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION: Gestionar la adquisicidn, la estructuracion, el andlisis y la visualizacién de
datos e informacion en el ambito de especialidad, y valorar de forma critica los resultados de dicha gestion.
6. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia

con las necesidades que tendran los titulados vy tituladas.

METODOLOGIAS DOCENTES

- Sesiones de teoria

- Sesiones de laboratorio

- Trabajo en grupo

- Trabajo individual

- Ejercicios

- Presentaciones orales

- Otras actividades: visita a laboratorios
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

El objetivo de este curso es la comprension de las bases fisicas y tecnoldgicas de los dispositivos electrénicos con el fin de utilizar
soluciones innovadoras a los problemas de disefio electronico. Se pone énfasis en los transistores de efecto de campo MOS y sus

comportamientos (Fin FET, TFT, etc.), dispositivos de alimentacion, dispositivos Nano y sensores.

Resultados de aprendizaje de la asignatura:

- Capacidad para utilizar herramientas de modelado de dispositivos semiconductores.

- Capacidad para definir procesos basicos de fabricacion.
- Capacidad para decidir entre alternativas tecnoldgicas.

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas aprendizaje auténomo 86,0 68.80
Horas grupo grande 39,0 31.20

Dedicacion total: 125 h

CONTENIDOS

(CAST) 1. Field effect transistors and advanced devices

Dedicacion: 29h

Grupo grande/Teoria: 9h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autonomo: 14h

(CAST) 2. Power devices

Dedicacion: 33h 30m

Grupo grande/Teoria: 10h 30m
Actividades dirigidas: 7h
Aprendizaje autonomo: 16h

(CAST) 3. Fabrication technology

Descripcion:

- Materiales semiconductores
- Técnicas de dopado

- Crecimiento de capas

- Litografia

- Epitaxia

- Integracién de procesos

Dedicacion: 6h 20m

Grupo grande/Teoria: 2h
Actividades dirigidas: 1h 20m
Aprendizaje autonomo: 3h
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(CAST) 4. Sensors

Dedicacion: 29h

Grupo grande/Teoria: 9h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autonomo: 14h

(CAST) 5. Advanced Materials

Dedicacion: 14h 30m

Grupo grande/Teoria: 4h 30m
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autonomo: 7h

(CAST) 6. LED's i laseres

Descripcion:

- Heterouniones
- LED's

- Laseres

Dedicacion: 12h 40m

Grupo grande/Teoria: 4h
Actividades dirigidas: 2h 40m
Aprendizaje autonomo: 6h

SISTEMA DE CALIFICACION

Examen final: 45 %
Examen parcial: 45 %
Trabajos individuales: 10%
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